
UKD 621.382.3 

N O R M A BRANŻOWA 

ELEMENTY Tranzystory typu 
PÓŁPRZEWODNIKOWE 

BDP 391, SDP 393, BDP 395 

l. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są szcze
gółowe wymJgania dotyczące krzemowych tranzysto
rów n-p-n mocy, małej częstotliwości wykonanych tech
niką epitaksjalnej bazy typu BDP 391, BDP 393 , 
BDP 395 w obudowie plastykowej CE 30 (TO-220AB), 
przeznaczonych do zastosowań w sprzęcie powszechne
go użytku oraz w urządzeniach wymagających zastoso
wania elementów o wysokiej i bardzo wysokiej jakości, 
zgodnie z określeniami wg PN-78/T-01515. 

Tranzystory są przeznaczone do pracy w układach 
przełączających mocy, regula torach na pięcia, w stop
niach wyjściowych wzmacniaczy mocy małej częstotli
wości . 

Tranzystory typu BDP 391 , BDP 393 , BDP 395 są 

komplementarne odpowiednio do tranzystorów 
BDP 392, BDP 394, BDP 396. 

Kategoria klimatyczna dla tranzystorów: 
- standardowej jakości (poziom jakości I) 
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- wysokiej jakości (poziom ja kości III) 
40/100121, 

Rys. I . Obudowa typu CE 30 

- bardzo wysokiej jakości (poziom jakości IV) -
40/ 100/56. 

2. Przykład oznaczenia 
a) tranzystorów standardowej jakości: 

TRANZYSTOR BDP 391 BN-87/3375-32121 

b) tranzystorów wysokiej jakości: 
TRANZYSTOR BDP 39113 BN-87/3375-32/21 

c) tranzystorów bardzo wysokiej jakości: 

TRANZYSTOR BDP 391/4 BN-87/3375-32/21 

3. Cechowanie tranzystorów powinno zawierać nastę-
pujące dane: 

a) nazwę producenta lub znak fabryczny , 
b) oznaczenie typu, 
c) oznakowanie dodatkowe dla tranzystorów wyso

kiej i bardzo wysokiej jakości ; tranzystory wysokiej 
jakości powinny być znakowane cyfrą 3, a tranzystory 
o bardzo wysokiej jakości cyfrą 4 umieszczoną po 
oznaczeniu typu . 

4. Wymiary i oznaczenia wyprowadzeń tranzystora -
wg rys. 1 i tabl. l. 

Oznaczenie obudowy stosowane przez producenta 
- CE 30. 

Symbol 
wymIaru 

I 

A 
b 
b l 

c 
D 
e 

e l 

F 

Hl 
II 
L 
LI 
0p 

Q 
z 
E 
El 
E 2 

Tablica I. Wymiary obudowy CE 30 

Wymiary. mm 

mm nom 

2 3 

4.06 -
0,64 -

1.22 -
0.38 -

14,61 -
2,03 -
4.57 -
- 1,27 
5.97 -
2,16 -

12,7 -
7,62 -
3,58 -
2,54 -
1,02 -

10,03 -
9,20 -

7,62 -

Zgłoszona przez Fabrykę Półprzewodników TEWA 

max 

4 

4,83 
0,89 
1,40 
0,43 

15,88 
3,05 
5,64 
-
6,73 
2.92 
-
8,89 
3,63 
3,05 
1,52 

10,41 
9,40 
8,13 

Ustanowiona przez Dyrektora Naukowo-Produkcyjnego Centrum Półprzewodników dnia 15 kwietnia 1987 r. 
jako norma obowiązująca od dnia 1 października 1987 r. 

(Dz. Norm. i Miar nr 8/1987, poz. 22) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE "ALFA" 1987. Druk . Wyd. Norm . W-wa. Ark . wyd . 1.90 Nakł. 2500+40 Zam. 1395/87 Cena żł 36.00 
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5. Badania w grupie A, B, C, D - wg BN-801 
3375-32/00 p. 5. 

c) badania podgrupy A3 - sprawdzenie drugorzęd
nych parametrów elektrycznych wg tab!. 3, 

6. Wymagania szczegółowe do badań grupy A, B, C i D 

a) badania podgrupy A I - sprawdzenie wymiarów 
A, b, b l , D, e - w odległości 6,45 -;- 6,50 mm od 
obudowy wg rys. I i tab!. I , 

d) badania podgrupy A4 - sprawdzenie parametrów 
elektrycznych w temperaturze lamb = lOO°C (poziom 
III i IV) wg tab\. 4, 

e) badania podgrupy B, C i D wg tab\. 5, 
i) parametry elektryczne sprawdzane w czasie po 

badaniach grupy B, C i D wg tab\. 6. 
b) badania podgrupy A2 - sprawdzenie podstawo

wych parametrów elektrycznych wg tab!. 2, 
g) wartość AQL dla jakości podstawowej - dla 

podgrupy C2 - 4%, dla podgrupy C4 - 2,5%. 

Tablica 2. Parametry elektryczne sprawdzane w badaniu podgrupy A2 (poziom I, III, IV) 

Oznaczenie 
Lp. litero we 

para metru 

I 2 

I l em 

2 U 1BRlCE(
1
) 

3 U1BRIEBO 

4 U (BRJ e ER
1
) 

5 h2lEI) 

6 I CER 

I) Pomiar impulsowy: 

Wartość graniczna 
Metoda pomiaru 

Warunki 
J ednostka 

BDP 391 BDP 393 BDP 395 pomIaru 
wg miary 

3 4 5 

U e Eo = 20 V 
PN-75/T-OI504/ 09 U e EO = 30 V mA 

UCEO = 40 V 

p. 6, rys. 2 1e = 0,2 A, IB = O V 

PN-74/ T-01504/ 04 1e = l mA, lc = O V 

p. 6, rys . 2 1e = 0,2 A, R BE = 100 V 

PN-74/ T -0 1504/ 08 l e = 5 A, U e E = 4 V 

RBE = 100 n, UeER = 35 V !lA 

PN-75/ T-0 1504/09 RBE = 100 n, U eER = 55 V !lA 

R BE = 100 n, UeER = 75 V !lA 

I p .;;; 300 !lS: 5 .;;; 2% . 

a) 

: OHZ 130-
L __ 

Przekatnik 

c 
b) 

J 
(mA ) 

120Q 
IW 
"1 
I 
I 
I 

.J 

/OOn 

2,5mH 
Hill er nr1533 
lub równorządny OdchlJlanie: 

~ __ --oPionowe 
y -y 

OSCljloskop 
HP Hodel 130 B 
lub równorządnl.j 

O,5W U ł-_--opoziome 
(BR)CEO x -x 

o 

~ 
T T I 
I I I 
I I I \ I I I 
I I I ) l : l 

40 60 80 UcdV) 
Naptącte kolektor-emtfer 

[[N'87/3315-32Ill - z l 

mm 

6 

-
-
-
40 

5 

45 

20 

-

-

-

Rys. 2. Metoda pomia ru napięć przebicia kolekto r-emiter U( BRleEO i U(BRleER 

al podstawow y układ pomia rowy, b) oscylogram napięć przebicia 

max mm max mm max 

7 8 9 10 II 

l - - - -
- - l - -
- - - - I 

- 60 - 80 -

- 5 - 5 -

- 65 - 85 -
150 20 150 20 150 

500 - - - -
- - 500 - -

- - - - 500 
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Tablica 3. Parametry elektryczne sprawdzane w badaniu podgrupy A3 C2 (poziom I, III, IV) 

Oznaczenie ! Wartość graniczna 

Lp. literowe 
Metoda pomiaru 

Warunki 
Jednostka 

BDP 391 BDP 393 BDP 395 pomiaru 
parametru 

wg miary 
mm max mm max min max 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 I 

I UCE .~all) PN-74/ T-0 1504/06 l e = 5 A. l. = 0,5 A V - 1,3 - 1,3 - 1,3 

2 U Bt: .fa, l) PN-74/ T-01504/08 l e = 5 A, I. = 0,5 A V - 1,5 - 1,5 - 1,5 

3 U .E') p. 6, rys. 3 Je = 5 A, UCE = 4 V V - 1,3 - 1,3 - 1,3 

4 fr Je = 0,5 A, UCE = 4 V 
MHz 4 4 4 - - -

PN-74/ T-01504/24 fp = I MH z 

, ) Pomiar impulsowy tp :;:;; 300 IJS; o :;:;; 2%. 

T 

z 
+ 

IBN-87/3315 -32/21-31 

Rys. 3. Układ pomiarowy do pomiaru h llE i U.E metodą impulsową 

Tablica 4. Parametry elektryczne sprawdzane w badaniu podgrupy A4 (poziom III IV) 

Oznaczenie 
Wartości graniczne 

literowe 
Metoda pomiaru 

Warunki 
Jednostka 

BDP 391 BDP 393 BDP 395 po miaru 
parametru 

wg miary 
mm max mm max mm max 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
.. " .. 

/rER J. = O UCER = 35 V mA ... - 10 - - - -

PN-74/T-0 1504/ 05 RBE = 100 (1 UCER = 55 V mA - - - 10 - -

tomb = 100°C Un :R = 75 V mA - - - - 10 
• 

Tablica 5. Wymagania szczegółowe do badań grupy B, C D 

Lp. Podgrupa badań Rodzaj badania Wymagan ia szczegółowe 

I 2 3 4 

I BI. C I Sprawdzenie wytrzymałości mechanicznej próba Ub, metoda 2; 5 N 
wyprowadzeń 3 cykle, próba Ua,; 10 N 

Sprawdzenie szczeln ości próba QI 

2 B3 Sprawdzen ie wytrzymał ości na spadki swo- położenie tranzystora w czasie spadania 
bodne wyprowadzeniami do góry 

3 B4 I C4 , Sprawdzenie wytrzymałośc i na udary wieIo- mocowanIe za obudowę 
krotne 

4 B6 I C6 Sprawdzenie od porności na na rażenia elek- wg PN-78/ T-0 151 5 p . 5.3.22 tabl. 5· o 

tryczne metoda badani a a), układ OB, t amó = 25°C 
BDP 391 
UCE = 30 V, l e = 60 mA 
BDP 393 
UCE = 40 V, l e = 45 mA 
BDP 395 
UCE = 55 V, fc = 33 mA 
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cd . tabl. 5 

Lp. Podgrupa badań Rodzaj badania Wymagania szczegółowe 

I 2 3 4 

5 C3 Sprawdzenie masy 2 g 

6 C4 Sp rawd zen ie wytrzymal ości na przyspIesze- kierunek probierczy: 

nie stale obydwa k ierun ki wzdluż osi wyprowa-

dzeń, mocowaJlle za obudowę 

Sprawdzen ie wytrzymalośc i na udary wielo-
krotne 

obudow, mOCOW3Jl1C za 

Sprawdzenie wytrzymalości na wibracje 

o stalej często tliwości 

7 C5 Spra wd zen ie wytrzymałości na ciepło I uto- temperatura kąpieli 350°C 

wanla 

~ CIO Sprawdzen ie wymiarów wg rys. I I tabl. I 

9 Dl Sprawdzenie odporności na niskie ciśnienie temperatura narażenia 25°C 

(poziom jakości III I IV) atmosferyczne 

10 D2 Sprawdzenie wytrzymałości na rozpus zcza 1- a lkoh o l etylowy, aceton 

niki 

II D3 Sprawdzenie palności paln ość zewnętrzn a 

12 D4 Sprawdzenie wytrzyma/ośc i na pleśń brak po rostu pleśni po hadaniu 

(poziom jakości III I IV) 

IJ D5 Sprawdzen ie wytrzymałości na mg/, so ln ą położen ie tranzystora dowolne 

(poziom jakości III I IV) 

Tablica 6. Parametry elektryczne sprawdzane w czasie po badaniach grupy B, C D (poziom I. III. IV) 

Oznaczenie 
Wartości graniczne 

lit erowe 
Metoda pomiaru 

Warunki badań Podgrupa hadań 
Jednostka 

BOP 391 BDP 393 BOP 395 

parametru 
wg miary 

mln max mln max mm max 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 

fc ER PN-74/ T-01504/ 05 BI. B3, B4, B5 

35 V CI. C2, eJ - 600 - 600 - -
UCER = 55 V 

C I, C2, eJ 
IlA 600 - - - - -

C4, C5, C7, C9 
75 V 011) - - - - - 600 

35 V B6 - 2,5 - - - -

EB = O 55 V C6 mA - - - 2,5 - -

75 V C8 - - - - - 2,5 

35 V C21) - lO - - - -

RBE= 55 V mA - - - 10 - -

= 100 n 75 V - - - - - 10 

h 21 E2 ) PN-74/ T-01504/ 08 lc = 5A BI , B3, B4, B5 

C I. C2, C3 - 15 180 15 180 15 180 

C4, C5 , C7, C9, D II) 

B6, C6, C8 - 15 180 15 180 15 180 

Ucc= 4V C2 1) - 10 200 10 200 10 200 

I) W czasie badania . 
' ) Pomiar impulsowy Ip ,,;; 300 IlS, fi ,,;; 2% . 

7. Pozostałe postanowienia - wg BN-80/3375-32/ 00, 

KONIE C 

Il1 f"r l11 :I,' ie d o datkowe 
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INFORMACJE DODATKOWE 

l. Instytucja opracowująca normę - Naukowo-Produkcyjne Cen
trum Pólprzewodników. Fabryka Półprzewodników TEWA , W::r
S72wa. 

PN-74/ T-O 1504/24 Tranzystory . Pomia r modułu Ihllcl w zakresie 
w.cz. i częstotliwości f T 

2. Normy związane 
PN-78/T-01515 Elementy półprzewodnikowe. Ogólne wymagal1la 

i badania 
PN-74/ T-01504/ 04 Tranzystory . Pomiar napięć przebicia UIBRICOO 

i UIBRIEOO 

BN-80/ 3375-32/ 00 Element y półprzewodnikowe. Tranzystory mocy 
małej częstolliwo ści. Wymagania i badania 

PN-74/ T-01504/05 Tranzystory. Pomiar prądów wstecznych feHO 

i l EBo 

PN-74/ T-01504/ 06 Tran zystory. Pomiar napięć nasycenia Ua -'OT, 

UBE .WI metodą impulsową 

PN-74/ T-01504/ 0R Tranzystory. Pomiar h 2 1E metodą impul sową 

PN-75/ T-OI504/ 09 Tranzystory. Pomiar prądów resztkowych I CER. 

las. lav i pr,ldu zerowego leEO 

3. Symbol wg KTM 
BOP 39 I 1156231313003. 
BOP 393 - 1156231315005, 
BOP 395 - 1156231317007. 

4. Wartości dopuszczalne - wg tabl. I- I i rys. I-l. 

5. Dane charakterystyczne - wg tabl. [-2 i rys. [-2 

Tablica l-l. Wartości dopuszczalne 

Lp. Oznaczenie Nazwa parametru Jednostka 
Wartości dopuszczalne 

1-7. 

parametru mIary BOP 39 1 BOP 393 BOP 395 

I 2 

I VrRn 

2 Ucw 

3 UEOO 

4 UO:R 

5 l e 

6 l. 

7 P/ Ol 

~ t .\' l~ 

9 Ij 

10 tumh 

lu mh = 25°C. 

3 

Napięcie ko lektor-baza pr zy h= O 

Napięcie kolektor-e miter przy l o = O 

Napięcie baza-emiter przy l e = O 

Napięcie kolek tor-emi ter przy R.F. = 100 fi 

Prąd kolektora 

Prąd bazy 

Całkowita 
.. lcaw 25°C 

moc WCJsclOwa na 
wszystkich e lektrodac h lomh 25°C 

Temperatura przecho wywania 

Temperatura złąc za 

Temperatura o toczenia w czasie pracy 

fe 
(A) 

10 

5 
</ 

3 

2 

1 

0,5 
0,4 
0,3 

0,2 

I' 

-
I 

IIII Ims 

~ =50m~ \ I/Oms\ 
'\ . '\ 

DC 
'\ '\ 

'\. , 
"- \ 

'\ .\ \ 
~ 

\ 

8DP391~ 

BDP39J 
V I-" 

1'\ 

1\ 

\ 
\ 

\,\ 
\' 

i---' 

/O 20 30 4050 

4 

V 

V 

V 

V 

A 

A 

W 

W 

oC 

oC 

oC 

" 1\ 

1\ 

~ 

~ BDP395 

Rys. I-l. Dopuszczalny obszar praey lc=f(Ued 

I,. - czas trwania impuls u 

5 6 7 

50 70 90 

40 60 80 

5 5 5 

45 65 85 

15 15 15 

5 5 5 

75 75 75 

1,8 1,8 1,8 

-40 155 

155 

-40 100 
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Tablica 1-2. Dane charakterystyczne 
I 

Typ 

Lp. 
07naC7.Cn ie 

Nazwa 
Warunki Jednostka 

391 BDP 393 BDP 395 parametru BDP 
para metru pomIaru mIary 

mIn typ max mIn typ max mlll typ max 

l 2 3 4 5 6 7 R 9 10 11 12 13 14 

l ICEo Prąd zerowy UCE = 20 V - - l - - - - - -

kolektora 
UCE 30 V mA l = - - - - - - - -

UCE = 40 V - - - - - - - - l 

1 
!cER Prąd resztkowy UCE = 35 V - - 500 - - - - - -

kolektora 
UCE 55 V !lA 500 = - - - - - - - -

Uc ,; = 75 V - - - - - - - - 500 

3 I EH() Prąd zerowy U.E = 5 V. mA - - l - - l - - l 

emitera le = O 

4 h",l) Statystyczny UCE = 4 V 20 - 150 20 - 150 20 - 150 

współczyn ni k fe = 5 A -
wzmOCllIel1la 

UeE 4 V 5 5 5 = - - - - - -
prądowego 

h = 15 A 

5 UHE ') Napięcie UCE = 4 V. - - 1,3 - - 1.3 - - 1,3 

baza-emiter fe = 5 A 
V 

Ua = 4 V. - - 3.5 - - 3.5 - - 3.5 

fe = 15 A 

6 Un; .HlI l ) Napięcie nasycc- Ue = 5 A. - - 1.3 - - 1.3 - - 1.3 

nla kolek tor- I. = 0.5 A 
V 

-emiter 
fe 15 A. 3.5 3.5 3.5 = - - - - - -

I. - 5 A -

7 UH" sur l ) Napięcie nasyce- fe - 5 A. V - - 1.5 - - 1.5 - - 1.5 -

111a baza-emiter I. - 0.5 A -

8 U(BR1CE(' Napi,cie przebicia le - 0.2 A V 40 - - 60 - - 80 - --

kole k tor-emiter 

9 U(BRlCER Napięcie przebicia fe = 0.2 A. V 45 - - 65 - - 85 - -

kole k tor-emiter RBE = 100 n .. 
lO f'r Cz,stot li wość le = 0.5 A. MHz 4 - - 4 - - 4 - -

graniczna Uc,- = 4 V 

fI' = I MHz 

11 R1hi _ , Rezystancja ter- le = 3 A. °C/W - - 1,67 - - 1.67 - - 1.67 

mlczna llączc- UCH = 15 V 
-obudowa 

12 R th/- u Rezystancja ter- I c = 80 mA. °e/w - - 70 - - 70 - - 70 

mielna zlącze- UCH = 10 V 
-ot.oczenie 

(aml> = 25"('. 
, ) Pomiar impulsowy: l" ~ 300 !lS; {, ~ 2%. 
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Rys. 1-2. Zależność temperaturowa mocy strat od temperatury 

P'O' = lit '""') 

/5 

12,5 

ID 

7,5 

5,0 
2,5 

5 

12,5 

1,0 

7,5 
5,0 

2,5 

D,5 

BDP39/,BDP393,BDP 395 

tcase = Z5°C 

~ 0,<0 500 rnA 

C 300 rnA 

200rnA 

"'" 50mA 
V J8 = /OmA , 
2,5 5 7,5 ID 12,5 15 77,5 2D V 

IBN-87/3375 -32/21-I -3! 

Rys. 1-3. Typowe charakterystyki wyjściowe 

BDP 391 + BDP395 

tcase -25"[ 

1 2,0 2,5 V 

IBN-87/3375-3Z12H ~I 

Rys. [-4. Typowe charakterystyki przejściowe 

V- I-"" 

0,1 

BDP 391,393,395 

hm:: = ((Jc ) 

I II II 

..... 
r--.. 

',D 

III lIill 

1\ , 

10 
ISN-87/3375-32/Z1 I 51 

Rys. 1-5. Typowa charakterystyka statyćznego współczynnika wzmoc
nienia prądowego funkcji prądu kolektora 

Je 
(A) 

10 

1,0 

0,1 

BDP 391,393,395 

UCEsat = f(Id 

I f =11 

• 

I 
I 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 O,q UCE sa! ( V) 

IBN-87/3375 32/21-1-61 

Rys. 1-6. Napięcie nasycenia kolektor-emiter w funkcji prądu kolekto
ra U CE 'al = I (lc) 
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BDP 397,393,395 

USEsat = f Ue) 

i 

I 

0,5 1,0 

I 

I , 

i 

, 

i 

I 
~=IO 
la 

j 

1,5 

Rys. 1-7, Napięcie nasycenia baza-emiter w funkcji prądu kolektora 

U'E ,w, = f (Iel 


